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PiedloZen6 disertadni pr6ce je vdnov6na pievilLnd experiment6lnimu studiu rustu CVD grafenu
a n6sledn6 modifikaci pomoci gallia a RTG z5ieni. Piedmdtem pr6ce je tak6 charakterizace vzorkri
pomoci spektr6lnich a mikrospickych metod a elektrick6 mEieni.

Pr6ce, psan6 v desk6m jazyce, je po formiilni str5nce rozddlena do tiin6cti kapitol, vdetnd
rivodu a zhvlru. N5sleduje piehled bibliografie, kter6 obsahuje 156 citaci a d6le piilohy pr6ce formou
seznamt publikaci autora a piehled pouZitych zkratek. Celkovj'rozsah prhcebezpiiloh je 136 stran.

Po strudn6m rivodu a definici cihi disertadni pr6ce n6sleduje piehled liter6rnich poznatkri o
studovan6m materi6lu. Autor se vdnuje zejmlna z6kladnimu popisu struktury grafenu, piipravd grafenu
metodou CVD, spektroskopick6 charakterizaci grafenu, mdieni elektrickych vlastnosti grafenu, vlivu
substr6tu a defektri na grafen a aplikacim grafenu v elektronickychzaiizenich.

D6le n6sleduje popis experiment6lnich vjsledku pr6ce. Nejprve se autor zabyvt piipravou
grafenu metodou CVD. Piedmdtem pr6ce je testovSni ruznfch podminek piipravy s cilem ziskat co
nejkvalitndj5i vzorky grafenu a to zejm6na z hlediska transportnich vlastnosti. Zajimavy je postup, kdy
je grafen syntetizov6n na atom6rnd hladk!'ch pow5ich mddi, kter6 je piipravena depozici mddi na
SilSiOz substr6t. Ziskanl vzorky jsou testovfuny zejmlna pomoci elektrickych mdieni. V ndktenlch
piipadech byla dokonce realizov6na a mdiena struktura Hall bar. V piipad6 synt6zy grafenu na
atom6rnd hladkfch foliich byly ziskiny vzorky s trojn6sobnou pohyblivosti nosidri n6boje, neZ
v piipadE komerdnich v6lcovanych folii.

Autor se d6le zabyv| vlivem depozice gallia na elektrick6 vlastnosti grafenu. Pomoci
transportnich mdieni bylo zjiStEno, Le dochhzi k siln6mu dopov6ni grafenu. V piipadd depozice vdt5iho
mnoZstvi gallia v5ak dochrizi k tvorbd kapidek, dimZ se efektivnd sniZuje pokryti grafenu galliem a tak
dopovrini klesri. Do budoucna by bylo jistd zajimavl ziskan6 poznatky porovnat s mdienim pomoci
Ramanovy spektroskopie, kter6 umoZfiuje urdit dopov6ni grafenu jeho mechanick6 napdti i mnoZstvi
defektri.

V posledni d6sti pr6ce se autor zabyv| vlivem rentgenov6ho zfuieni na transportni vlastnosti
grafenu. Experimenty ukhzaly na zilsadni roli substr6tu. Ozaienim grafenu na substr6tu Si/SiOz doSlo
k negativnimu dopov6ni grafenu, coZ bylo dle autora pr6ce zptsobeno vznikem kladnd nabitych ddr
v substr6tu Si/SiOz, kter6 maji stejnjr efekt jako kladn6 hradlov6 napdti. Bdhem n6sledn6ho ozhienitoto
negativni dopov6ni kles6 diky neutralizaci kladnd nabitych defektri. Autor navrhuje vyuLiti
rentgenov6ho svazku k iizen6mu dopov6ni grafenu. Dle m6ho ninoru je tato metoda dopov6ni pondkud
sloZit6 pro praktick6 aplikace, nicm6nd poznatky pr6ce jsou drileZit6 pro spektroskopick6 mdieni
grafenu, kde je RTG z6ienivytLivLno.

Pr6ce sama je dobie diteln6, drobn6 r"fhrady mriZe mit dten6i ke zptsobu presentace ndkterych
vysledku, napiiklad modifikace grafenu depozici gallia a expozici RTG z6ieni je prezentoviina formou
popisu jednotlivych experimenttl. Pro piehlednost by bylo vhodndj5i rn-isledky shrnout napi.do tabulky,
aby bylo moZn6 parametry a vysledky experimentri snadno porovnat. Uveden6 vj'hrady v5ak nikterak
nezpochybfiuji kvalitu a cenn6 vj'sledky cel6 pr6ce a lze konstatovat, 2e cile pr6ce byly spln6ny.

S potd5enim konstatuji, Le ing. Prochazka piedloZil pr6ci, kter6 je zejmlna po experiment6lni
str6nce vyznamnympiispdvkem do aktu6lniho vyzkumu grafenu. Ing. Proch6zka jednoznadnd prokSzal
schopnost samostatn6 vddeckd prhce, vyuZiti dostupn6ho experiment6lniho vybaveni, kritickd analyzy



vj,sledkt a jejich interpretace. Bdhem sv6 prhce s ing. Proch6zka sezn6mil s celou iadou

sofistikovanych metod materi6lov6ho vyzkumu.Vj'sledky sv6 pr6ce ing. ProcMzka publikoval v r6mci

8 praci v impaktovanfch dasopisec[ d6le byly vj'sledky presentov6ny v r6mci 10 konferendnich

piispdvkri. Kromd toho je ing. Proch6zka spoluautorem tii funkdnich vzorkfi.

Pr6ci doporuduji k obhajobd a vdifm, Le po risp65n6 obhajobd bude ing. ProcMzkovr piunhn

titul PhD.
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Othzky:

1) Prosim objasndte ptvod D a2D modu v Ramanovych spektrech. Prod je 2D mod qirazn6 Sir5i

nei, G mod?

2) Vysvdtlete jakf je vliv transferu grafenu na jeho elektrick6 vlastnosti.

3) V pr6cije na strand 60 uvedeno, Ze pohyblivost nosidt n6bojeje 5x vy55iu grafenu

vyroben6ho v komerdnim syst6mu neZ u grafenu, ktery byl vyroben ve vysokoteplotnim
reaktoru. iim si 5x vy55i pohyblivost vysvdtlujete?


